
SIECONIE Lichtenitterdioden VQA 18, 28, 38 

Die Lichtemitterdioden VQA 18 sind rotstrahlende GaASP/GaP-Dioden, 

VQA 28 grünstrahlende GaP-Dioden und VQA 38 gelbstrahlende GaAsP/ 

GaP-Dioden in diffuser eingefärbter Allp1aatrverbwpung mit einer 

Anzeigefläche ohne Linse, 

Sie sind vorwiegend zur Zusammenstellung von Zeilen und Symbolen 

vorgeaohen#/ s 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwartung bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

tisch mindestens 10° Stunden, 

Kenngrößen bei A = 25 ° min, *yp. max, 

Lichtstärke172)3) a } 
bei Ip = 20 mA VQA18, 28, 38 I, 04 - =' mecd 

VQA 18, 28, 38 A 1, 04 — - mod 

VQA 18, 28, 38 B 1, 06 - = — mod 
VQA 18, 28, 380 1, 0,9 - = med 
VQA 18, 28, 38 D I, 135 - - med 
VQA 18, 28, 38 E 1, 20 - - mod 

Durchlaßgleichspann: v 
bei Ip = S . Ur - 21 28 Y 

eicbatrom 
8€e1 %; Ir - = 100 y 

Öffnungswinkel 
bei Ig = 20 mi ® 400 - - ° 

Wellenlänge des Meximums 
der spektralen Emission 

* rote Diode Am 625 —- 645 nn 

grüne Diode Anax 555 = 570 am 
gelbe Diode Amax 580 = 600 nm 

ktrale Strahlungs- . 
Bandbreite AAgis - - 40 mm 

"Ottnu.nglvinkol bei der I -Mesaung 15° + 3° 

- 2)3) giehe Beite 2 
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EF 
VQA 18,28, 38 electronic 

min, mMaxX. 
Reduktionskoeffizient des 
Durchlaßgleichstromeso M 
bei Yn = 55 bis 85 ° —Kr - 9,67 mA/K 

Redukt;ioi:skoeffizient des 
relativen Spitzendurchlaß- 
strome: © - 
bei Yı = 55 bis 85 C T - 2,22 %/K 

Temperaturkoeffizient der 
relatiyen Lichtstärke, . F 
bei = 25 bis 85 ”0 -'.EK‚.W - 1,0 %/X 

Grenzwerte 

Durchlaßgleichstrom 6 
bei 4, = -25 bis 55 %0 Ig - 30 mA 

Spitzendurchlaßstrom”*) 
periodischer ° 
bei d = -25 bis 55 °C Ippu = 4100 Jan 

Sperrgleichspannung 
bei j = -25 bis 85 °C Vr - 5 v 

Betriebstemperaturbereich % 25 85 ° 

Lagerungstemperaturbereich ‘\9‘ =50 50 % 

2) innerhalb einer Verpackungseinheit (% 1000 Stück) beträgt die 
Gruppenbreite der Lichtstärkegruppen A bis D bezogen a! 

s L7 min ®2 _- 
3)D:Le Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung - 

4)tp £ 4100 us; T = 1 : 10; abweichende Tastverhältnisse nach 

Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender 
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eiectronic VOA 18, 28, 38 

} | 

S91 M nl 
| ; =€__ 

® i | anı 

$ | a 
® ; N 

| 

N ; $! 

\n ? 

S M M s | 
<s| ‘xi IM H i 

X M &$ I8 
.” ;: {l x Lötbar 

i d | | 
d Hl 

C WE 

Masse 0,32 g 

x ßAnzeigeflächn 

3/9,82 

VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTONIK BERLIN 
im VEB Kombinat Mikroelektronik 

GLG 1-128-77-DDR 1-19-1 S 1580 



VOA 18, 28, 38 
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geiectronic E VOQA 18, 28, 38 
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VQA 15, 28‚ 38 eiectronNic 
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eiectronic VOA 18,28, 38 
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VQA 18, 28‚ 38 electronic 
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eleCthONIC VQA 18,28, 38 

5 IFRM=FIT) 
MA| 2100 Hz 

z 
6 
4 
3 \kq 
2 

10% 
10°3 2 34 64,810% 2 34 68107 2 346 681° 

U——. 

Impulsbelastungsdiagramm 

VQA 18, 28, 38 , 

9/9.82 

VEB WERK FÜR FERNSEHSLEKTONIK BERLIN 
im VEB Kombinat Mikroelektronik 

GLG 1-128-7I-DDR 1-19-1 S 1369 



VOQA 18,28, 38 electronic 
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eiecthronic a _ VOQA 18,28, 38 
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VOA 18,28, 38 ET 
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eleCctroNIC 

VOQA 18, 28, 38 
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RE 
eiectronic ; VQA 18; 28‚ 38 

Informationshinweise zur Lichtstärkekennzeichn 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung. 
Soll die Information der Lichtstärkegruppe auch nach der 

Montage der LED z.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, 

wird zur Kennzeichnung — sofern nicht direkt die Buchstaben 

Averwendet; werden können - nachstehende Farbcodierung auf 

den Leiterplatten empfohlen, 

Farbecodierung 

Lichtstärke- | Grund- EeunDe m A B (} D E 

Farbpunkte - xot | schwarz | grün | gelb | blau 

’ 
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